
ِاصْ ػًٛٔ ِٙذي د.                        اٌفصً اٌثأً   ـــــ(803ـ)فــ فٍضٌاء الاٌىرشٍٚٔاخ اٌّرمذَ   
 

1 
 

 ـــــرة  3المحاضــــ  

 Methods of Transistor Biasingس الترانسستور يطرق تحي

ػًّ اٌذائشج تٕفس خصائص   اسرمشساٌح ٔمطح ػًّ اٌرشأضسرٛس غاٌح تالاٍّ٘ح ٌضّاْ ِساٌح اٌّذافظح ػٍىذؼذ 

 .الاخشاج، ٌزا ٌٍجأ اٌى ذذٍٍض دائشج اٌرشأضسرٛس، ٕٚ٘ان ػذج طشق سٕرطشق ٌششح استؼا ِٕٙا

 Fixed biasingالانحياز الثابت  .1

تاػث ػىسٍا طٛاي فرشج -تاػث اِاٍِا ٚٚصٍح ِجّغ-ٌمَٛ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌرذٍٍض ػٍى ضّاْ ذذٍٍض ٚصٍح لاػذج

ٚتزٌه ٌىْٛ ٕ٘ان جٙذاْ ٌسٍطاْ ػٍى ولا اٌٛصٍرٍٓ ٌٚىٓ ٌٚذٚاػً ذرؼاق تاٌرىٍفح ٚصغش  ػًّ اٌرشأضسرٛس.

 ذ ٌؼًّ ػٍى ذذٍض ولا إٌّطمرٍٓ ٚوّا فً اٌشىً. ِسادح اٌذائشج ٌرُ ذسٍٍظ جٙذ ٚاد

 سٍؼًّ ػٍى ذذٍٍض  VCCٌٚلادظ ِٓ اٌشىً اْ اٌجٙذ 

 تاػث ػىسٍا-تاػث اِاٍِا ٚجاِغ-ولا اٌٛصٍرٍٓ لاػذج

 ٚذذسة ػذج وٍٍٛ اَٚ RBاضافح اٌى رٌه ذىْٛ لٍّح اٌّماِٚح 

 ِٓ اٌؼلالح 

 

 

…2.4 

 

 تاٌؼلالح: RBٌزا ٌّىٓ اْ ذًّٙ ٌرؼطى لٍّح اٌّماِٚح  VCCذ صغٍشج ِماسٔح ِغ اٌجٙ VBEذؼذ لٍّح اٌجٙذ 

                             ….2.5 

ػٍى اػرثاس ػذَ اػرّاد ذٍاس اٌماػذج ػٍى ذٍاس  S=β+1فاْ ػاًِ الاسرمشاسٌح سٍساٚي  2.3تاٌؼٛدج اٌى اٌؼلالح 

ذٍاس اٌجاِغ اي اْ  101ح ٌٗ ِساٚي اٌى ٌىْٛ ػاًِ الاسرمشاسٌ β=100اٌجاِغ. ٘زا ٌؼًٕ اْ ذشأضسرٛس ترىثٍش 

ٌزا فاْ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌرذٍٍض لاٌضّٓ اسرمشاسٌا دشاسٌا ٌذائشج ِشج  101ٌضداد اسشع ِٓ ذٍاس اٌرسشب تّمذاس 

ِٓ ٍِّضاخ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌرذٍٍض سٌٙٛرٗ ٚسخص ثّٕٗ ٚسٌٙٛح دساتاخ اٌذٚائش فٍٗ ٌىٕٗ غٍش فؼاي اٌرشأضسرٛس. 

 ًّ اٌذائشج وْٛ لٍّح ػاًِ الاسرمشاسٌح ػاٌٍح جذا.فً ضّاْ اسرمشاس ػ

، اػذ اٌذساتاخ ػٕذ ذغٍش لٍّح ِماِٚح β=50ػٍّا اْ  VCEٚوزٌه  ICادسة ذٍاس اٌجاِغ : ٌٍذائشج ادٔاٖ مثال

 ِٛضذا لٍُ ٔمطح ػًّ اٌرشأضسرٛس. 50kΩاٌى     RBاٌماػذج 
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 / ترطثٍك لاػذج وٍششٛف ػٍى جٙذ اٌذخٛي الحل

 

 

 

 ترطثٍك لاػذج وٍششٛف ػٍى دائشج الاخشاج 

 

 

 

 

 

 

اسسُ خظ  100/ ٌٍذائشج ادٔاٖ ارا ػٍّد اْ اٌرشأضسرٛس اٌّسرخذَ سٍٍىًٛٔ ٚاْ لٍّح اٌرىثٍش ِساٌٚح اٌى مثال

 دًّ اٌرشأضسرٛس ِؼٍٕا ٔمطح اٌؼًّ ِٚٓ ثُ ادسة لٍّح ػاًِ الاسرمشاسٌح.
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 /الحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.W (i) A germanium transistor is to be operated at zero signal IC = 1mA. If the 

               collector supply VCC= 12V, what is the value of RB in the base resistor    

method ? Take β = 100. 

         (ii) If another transistor of the same batch with β = 50 is used, what will be 

the new value of zero signal IC for the same RB? 
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 ٚاجة: ادسة ذٍاساخ اٌذائشج اٌّثٍٕح فً اٌشىً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسرفذ ِٓ اٌّؼطٍاخ ادٔاٖ  (8V,2mA)ِثاي/ فً اٌذائشج ادٔاٖ ارا وأد ٔمطح ػًّ اٌرشأضسرٛس ً٘  

  RB  ٚRCٌذساب اٌّماِٚاخ 

 

 

 

 

 

 

 لحل/ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emitter bias circuit دائرة تحييس الباعث .2

فً ٘زٖ  وّا ِٛضخ تاٌشىً ادٔاٖ. VCCٚلٍّرٗ ِساٌٚح ٌٍجٙذ  VEE ٌرُ ذسٍٍظ جٙذ ساٌة ػٍى اٌثاػث

اي ٌسرخذَ ِصذسٌٓ ٌٍجٙذ وّا ٌجة اضافح ِماِٚح  VCCِسرملا ػٓ اٌجٙذ   VEEاٌذائشج ٌىْٛ اٌجٙذ 

RE . 

 



ِاصْ ػًٛٔ ِٙذي د.                        اٌفصً اٌثأً   ـــــ(803ـ)فــ فٍضٌاء الاٌىرشٍٚٔاخ اٌّرمذَ   
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  ٚترطثٍك وٍششٛف ٔذصً ػٍى:ٔمَٛ ترذًٍٍ اٌذائشج   ICجاد ذٍاس اٌجاِغ لاٌ
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ٔمَٛ تاٌصاي جٍّغ اطشاف اٌرشأضسرٛس اٌى الاسضً وّا فً  VCEتاػث -لاٌجاد جٙذ اٌٛصٍح جاِغ

 اٌشىً ادٔاٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


